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(57)【要約】
【課題】柱状スペーサが画素領域側に侵入することを防
ぎ、光漏れを防ぐことで表示不良を防止しうる、高開口
率の構造を提供する。
【解決手段】ＦＦＳ方式の液晶表示装置１であって、一
方の基板１０に、データ線と走査線とスイッチング素子
５とを少なくとも覆う平坦化膜１８と、平坦化膜１８上
に形成された第１電極３１と、第１電極３１を覆う絶縁
膜３３と、絶縁膜３３上に形成され、第１電極３１との
間に生じる電界によって液晶層５０を構成する液晶分子
を駆動する第２電極３２と、が設けられ、一対の基板１
０,２０のうちの他方の基板２０には、データ線、走査
線、スイッチング素子５の少なくともいずれか一つと平
面的に重なる位置に、一対の基板１０,２０間の間隔を
保持する柱状スペーサ４０が設けられ、一方の基板１０
の表面に、平坦化膜１８を窪ませて形成された凹部４１
が設けられ、柱状スペーサ４０の一部が凹部４１の内部
に収容されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置された一対の基板間に液晶層が挟持され、前記一対の基板のうちの一方の基板
に、互いに交差する複数のデータ線及び複数の走査線と、前記データ線及び前記走査線に
電気的に接続された複数のスイッチング素子と、が設けられた液晶表示装置であって、
　前記一方の基板に、前記データ線と前記走査線と前記スイッチング素子とを少なくとも
覆う平坦化膜と、前記平坦化膜上に形成された第１電極と、前記第１電極を覆う絶縁膜と
、前記絶縁膜上に形成され、前記第１電極との間に生じる電界によって前記液晶層を構成
する液晶分子を駆動する第２電極と、が設けられ、
　前記一対の基板のうちの他方の基板には、前記データ線、前記走査線、前記スイッチン
グ素子の少なくともいずれか一つと平面的に重なる位置に、前記一対の基板間の間隔を保
持する柱状スペーサが設けられ、
　前記一方の基板の表面に、前記平坦化膜を窪ませて形成された凹部が設けられ、前記柱
状スペーサの一部が前記凹部の内部に収容されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記データ線と前記走査線とによって囲まれた画素領域内に少なくとも反射表示領域を
有し、前記反射表示領域における前記平坦化膜上に反射膜が形成され、前記反射膜の下層
側にあたる前記平坦化膜の表面に、光散乱用の凹凸が形成されていることを特徴とする請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記柱状スペーサが、前記データ線もしくは前記走査線と平面的に重なる位置に設けら
れていることを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記凹部が、前記データ線もしくは前記走査線に沿う方向に長手方向を有することを特
徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記柱状スペーサが、前記スイッチング素子と平面的に重なる位置に設けられているこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の液晶表示装置を備えていることを特徴とする電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置及び電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高開口率化に伴い、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）
方式の液晶表示装置の開発が盛んに行われている。ＦＦＳ方式の液晶表示装置は、画素領
域における電極間に補助容量が構成されるため、従来のＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａ
ｔｉｃ）方式やＶＡ（Ｖｉｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式に比べて、画素領域
の周囲の遮光領域を効率良く削減でき、開口率を高めることができる。
【０００３】
　また、これらの液晶表示装置を構成する一対の基板の間には、基板間の距離（セルギャ
ップ）を一定に保つために柱状スペーサが設けられている。しかしながら、柱状スペーサ
は、製造工程においてガラス転移点を越えた状態でその先端が溶けることが多く、焼成後
の形状にバラツキが発生してしまう。そのため、セルギャップを一定に保つことができず
、液晶表示装置の表示不良が生じる場合がある。
【０００４】
　このような問題点を解決するために、例えば特許文献１では、柱状スペーサを一方の基
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板に形成された凸部の端縁に重なるように設けることで、柱状スペーサの先端と基板との
接触面積を拡大し、荷重に対する柱状スペーサ及び基板の強度を向上させている。これに
より、柱状スペーサの形状の変形を抑制してセルギャップを一定に保持し、液晶表示装置
の表示不良の防止を可能にしている。
【特許文献１】特開２００５－６２５８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、柱状スペーサが凸部を構成する信号線やＴＦＴ（Ｔｈ
ｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）に重なるように設けられているため、加圧試験
を行う際に、荷重が加わったことによって柱状スペーサが画素領域側に侵入してしまう場
合がある。また、柱状スペーサの画素領域側への侵入は通常使用時における基板の歪みや
たわみによっても起こりうる。これにより、配向膜の表面に傷が付き、液晶分子の配向乱
れが引き起こされ、黒表示となるべき箇所の光漏れが生じ、液晶表示装置の表示不良が発
生してしまう惧れがある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、ＦＦＳ方式の液晶表示装置に
おいて、荷重が加わった場合に柱状スペーサが画素領域側に侵入することを防ぎ、光漏れ
を防ぐことで表示不良を防止しうる、高開口率の液晶表示装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、対向配置された一対の基板間に液晶層が挟持され、前記一
対の基板のうちの一方の基板に、互いに交差する複数のデータ線及び複数の走査線と、前
記データ線及び前記走査線に電気的に接続された複数のスイッチング素子と、が設けられ
た液晶表示装置であって、前記一方の基板に、前記データ線と前記走査線と前記スイッチ
ング素子とを少なくとも覆う平坦化膜と、前記平坦化膜上に形成された第１電極と、前記
第１電極を覆う絶縁膜と、前記絶縁膜上に形成され、前記第１電極との間に生じる電界に
よって前記液晶層を構成する液晶分子を駆動する第２電極と、が設けられ、前記一対の基
板のうちの他方の基板には、前記データ線、前記走査線、前記スイッチング素子の少なく
ともいずれか一つと平面的に重なる位置に、前記一対の基板間の間隔を保持する柱状スペ
ーサが設けられ、前記一方の基板の表面に、前記平坦化膜を窪ませて形成された凹部が設
けられ、前記柱状スペーサの一部が前記凹部の内部に収容されていることを特徴とする。
　この構成によれば、柱状スペーサは、平坦化膜に少なくとも底部を設けられた凹部の内
部に収容されるので、荷重が加わっても画素領域側に侵入することがない。一般に、ＦＦ
Ｓ方式の液晶表示装置において、第１電極及び第２電極は、平らな平坦化膜の上に形成さ
れる。この理由としては、第１電極及び第２電極が、一方の基板におけるＴＦＴ等の凹凸
を反映した層間絶縁膜の上に形成されると、歪んで形成されてしまうことが挙げられる。
その結果、第１電極と第２電極との間に生じる電界に乱れが生じ、液晶分子の配向乱れが
引き起こされ、表示不良が発生する問題がある。したがって、ＦＦＳ方式の一方の基板に
おけるＴＦＴの上には、十分な厚さの平坦化膜が形成されているので、この厚い平坦化膜
に十分な深さの凹部を形成することができる。すなわち、柱状スペーサは、平坦化膜を窪
ませて設けられた凹部に深く埋め込まれ、柱状スペーサの先端の凹部に対する嵌め合い代
は十分に確保されるため、しっかりと収容されて配置される。例えば、平坦化膜の上にい
くつかの膜が積層され、平坦化膜に設けられた凹部の内面に沿って多層の膜が積層された
場合でも、凹部の底部は平坦化膜に十分な深さで形成されるので、柱状スペーサの先端の
嵌め合い代は十分に確保される。したがって、ＦＦＳ方式において荷重が加わった場合の
柱状スペーサの画素領域側への侵入を防ぎ、表示性能に優れ、高開口率の液晶表示装置が
提供できる。
【０００８】
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　本発明においては、前記データ線と前記走査線とによって囲まれた画素領域内に少なく
とも反射表示領域を有し、前記反射表示領域における前記平坦化膜上に反射膜が形成され
、前記反射膜の下層側にあたる前記平坦化膜の表面に、光散乱用の凹凸が形成されている
ことが望ましい。
　反射表示領域を有する液晶表示装置において、反射表示モードの表示品質を確保するた
めに、反射膜の下層側に光散乱用の凹凸を形成することは有効である。この構成によれば
、柱状スペーサは、反射膜に凹凸を付与するために平坦化膜に形成された光散乱用の凹凸
と同一工程で、柱状スペーサを収容する凹部を形成できる。すなわち、柱状スペーサの収
容のための凹部を形成するための工程を増やす必要がなく、凹部は光散乱用の凹凸と同一
工程で形成されるので、特に製造工程を増やすことなく効率良く形成できる。したがって
、反射型又は半透過反射型の液晶表示装置において、表示品質及び生産性に優れた液晶表
示装置が提供できる。
【０００９】
　本発明においては、前記柱状スペーサが、前記データ線もしくは前記走査線と平面的に
重なる位置に設けられていることが望ましい。
　この構成によれば、柱状スペーサが、データ線もしくは走査線によって遮光される遮光
領域と平面的に重なるので、遮光の効果を格段に高めることが可能となる。
【００１０】
　本発明においては、前記凹部が、前記データ線もしくは前記走査線に沿う方向に長手方
向を有することが望ましい。
　この構成によれば、柱状スペーサは荷重がかけられても画素領域に侵入することがない
。凹部の大きさは、柱状スペーサの先端をしっかりと固定して収容可能な大きさに限らず
、柱状スペーサの先端が移動可能な大きさに形成されていてもよい。すなわち、柱状スペ
ーサは荷重が加わったことにより凹部の内部で移動する場合、平坦化膜のデータ線もしく
は走査線に沿って設けられた凹部の延在する方向に優先的に移動するので、画素領域に向
かって移動することがない。したがって、配向膜の表面に傷が付き、液晶分子の配向乱れ
が引き起こされ、黒表示となるべき箇所の光漏れが生じることによる表示不良を防止する
ことが可能となる。
【００１１】
　本発明においては、前記柱状スペーサが、前記スイッチング素子と平面的に重なる位置
に設けられていることが望ましい。
　この構成によれば、柱状スペーサは、データ線もしくは走査線と重なる領域よりも面積
の大きいスイッチング素子と重なる領域に配置されるので、凹部の内部に柱状スペーサを
はめ込むときの精度は粗くても良い。また、凹部の内部に柱状スペーサがはめ込まれなか
った場合に、具体的には設計上のセルギャップよりも大きく仕上がることにより発生する
コントラスト低下等の表示品位の低下を確実に防ぐことが可能となる。
【００１２】
　本発明の電子機器は、前述した本発明の液晶表示装置を備えていることを特徴とする。
　この構成によれば、柱状スペーサの画素領域側への侵入を防ぎ、表示性能に優れ、高開
口率の電子機器が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。かかる実施の形態は、
本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の技術的思
想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやす
くするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等が異なっている。
【００１４】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を示した平面図である。
なお、液晶表示装置の各構成部材における液晶層側を内側と呼び、その反対側を外側と呼
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ぶことにする。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の液晶表示装置１は、ＴＦＴアレイ基板（一方の基板）
１０と対向基板２０とがシール材５２によって貼り合わされている。このシール材５２に
よって区画された領域内に液晶層５０が封入されている。シール材５２の一部には液晶を
注入する注入口５４が設けられている。注入口５４は封止材５５により封止されている。
シール材５２の形成領域の内側の領域には、遮光性材料からなる遮光膜（周辺見切り）５
３が形成されている。周辺見切り５３の内側の領域は、画像や動画等を表示する表示領域
９になっている。表示領域９には、複数の画素Ｇがマトリクス状に設けられている。また
、表示領域９には、格子状にブラックマトリクス２２が設けられている。このブラックマ
トリクス２２の開口部が画素領域Ｌとなっている。なお、画素領域Ｌの周囲に位置する領
域は、対向基板２０上に格子状のブラックマトリクス２２が形成されており、遮光領域Ｍ
となっている。
【００１６】
　ＴＦＴアレイ基板１０の周縁部は、対向基板２０から張り出した張出領域となっている
。この張出領域のうち図中下辺側には、データ線駆動回路２０１と、端子部２０２がＴＦ
Ｔアレイ基板１０の一辺に沿って形成されている。この一辺に隣接する二辺に沿って走査
線駆動回路１０４が形成されている。ＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺（図中上辺側）に
は、表示領域９の両側に設けられた走査線駆動回路１０４の間を接続するための複数の引
き回し配線１０５が設けられている。
【００１７】
　図２は、本実施形態の液晶表示装置１の画素領域Ｌを拡大して示した部分平面図である
。液晶表示装置１の画素領域Ｌには、画素電極（第１電極）３１と、画素電極３１をスイ
ッチング制御するためのＴＦＴ（スイッチング素子）５と、が形成されている。このＴＦ
Ｔ５は、ソースがデータ線駆動回路２０１から延在するデータ線１５ａに電気的に接続さ
れている。また、ＴＦＴ５は、ゲートが走査線駆動回路１０４から延在する走査線１２ａ
に電気的に接続されている。また、ＴＦＴ５は、ドレインが画素電極３１に電気的に接続
されている。
【００１８】
　また、データ線１５ａはＹ軸方向（図示縦方向）に延在しており、走査線１２ａはＸ軸
方向（図示横方向）に延在している。したがって、データ線１５ａ及び走査線１２ａが平
面視で略格子状に配線されている。
【００１９】
　半導体層１４は、走査線１２ａと部分的に重なる領域に形成されている。また、ソース
電極１５は、平面視で略逆Ｌ字状を有する配線であって、データ線１５ａから分岐して半
導体層１４と導通している。そして、ドレイン電極１６は、後述する層間絶縁膜１７及び
平坦化膜１８を貫通するコンタクトホール１９を介して、画素電極３１と電気的に接続さ
れている。これら、半導体層１４、ソース電極１５及びドレイン電極１６によってＴＦＴ
５が構成される。したがって、ＴＦＴ５は、データ線１５ａ及び走査線１２ａの交差部近
傍に設けられている。
【００２０】
　画素電極３１は、画素領域Ｌに対応して平面視で略矩形状を有しており、共通電極３２
と平面視で重なる領域に形成されている。画素電極３１は、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）等の透明導電材料で構成されている。
【００２１】
　共通電極３２は、平面視で略梯子状に形成されている。共通電極３２は、画素電極３１
と同様に、例えばＩＴＯ等の透明導電材料で構成されている。また、共通電極３２は、画
素電極３１との重なり部分においてスリット３２ａを有しており、隣接するスリット３２
ａとスリット３２ａとの間が帯状の電極部３２ｂを構成している。そして、スリット３２
ａを介して画素電極３１と共通電極３２との間で印加される電界によって液晶分子を駆動
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している。なお、本実施形態の液晶表示装置１はＦＦＳ方式の液晶表示装置の構造の一例
に挙げて説明している。
【００２２】
　柱状スペーサ４０は、平面視で円形状に形成されている。柱状スペーサ４０は、ＴＦＴ
５を構成する半導体層４と重なる領域に形成されている。なお、柱状スペーサ４０を収容
する凹部４１が、柱状スペーサ４０と同じ位置に形成されている。また、凹部４１の大き
さは、柱状スペーサ４０の先端をしっかりと固定して収容可能な大きさに形成されている
。
【００２３】
　ところで、一般的な液晶表示装置は、液晶表示装置を構成する一対の基板の間に、セル
ギャップを一定に保つために柱状スペーサを設けている。この柱状スペーサは、製造工程
においてガラス転移点を越えた状態でその先端が溶けることが多く、焼成後の形状にバラ
ツキが発生することが多い。その結果、セルギャップを一定に保つことができず、液晶表
示装置の表示不良の問題が生じる場合がある。
【００２４】
　このような問題点を解決するために、特許文献１では、柱状スペーサを一方の基板に形
成された凸部の端縁に重なるように設けることで、柱状スペーサの先端と基板との接触面
積を拡大し、荷重に対する柱状スペーサ及び基板の強度を向上させ、柱状スペーサの形状
の変形を抑制してセルギャップを一定に保持している。しかしながら、特許文献１では、
柱状スペーサが凸部を構成する信号線やＴＦＴに重なるように設けられているため、液晶
表示装置の外側から加わる荷重によって柱状スペーサが凸部から外れて画素領域側に侵入
してしまう可能性が高い。
【００２５】
　ここで、従来の液晶表示装置１０００の表示不良の発生のメカニズムを説明する。図３
（ａ）から図３（ｄ）は、液晶表示装置１０００の表示不良の発生のメカニズムを模式的
に示した概略断面図である。液晶表示装置１０００は、ＴＦＴアレイ基板１０１１（図示
下側基板）と、対向基板１０２１（図示上側基板）と、配向膜１０３４,１０３５と、液
晶層１０５０と、ブラックマトリクス１０２２と、柱状スペーサ１０４０と、を備えてい
る。ブラックマトリクス１０２２により覆われた領域が遮光領域１０００Ｍとなっている
。また、遮光領域１０００Ｍの外側に位置する領域が、画素領域１０００Ｌとなっている
。
【００２６】
　次に、液晶表示装置１の表示不良の発生のメカニズムを図３（ａ）から図３（ｄ）を用
いて順に説明する。柱状スペーサ１０４０は、遮光領域１０００Ｍにおける一対の基板１
０１１，１０２１の間に設けられている。先ず、図３（ａ）に示すように、液晶表示装置
１０００に対して、対向基板１０２１をＴＦＴアレイ基板側１０１１に押圧する方向に荷
重が加わったとする。
【００２７】
　そのとき、図３（ｂ）に示すように、液晶表示装置１０００の対向基板１０２１（図示
左側）が荷重により押し込まれ、左下がりに斜めに傾くように変形する。この対向基板１
０２１の傾きに伴い、柱状スペーサ１０４０が圧縮されるように変形する。
【００２８】
　次に、図３（ｃ）に示すように、柱状スペーサ１０４０の圧縮変形により、柱状スペー
サ１０４０のＴＦＴアレイ基板１０１１側（底部）の位置が、遮光領域１０００Ｍ側から
画素領域１０００Ｌ側の方へ移動する。そして、柱状スペーサ１０４０の移動に伴い、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０１１側で柱状スペーサ１０４０と配向膜１０３４との摩擦により、擦
れ領域Ｓが形成される。この擦れ領域Ｓにおいて、配向膜１０３４の表面が乱れてしまう
場合がある。
【００２９】
　次に、図３（ｄ）に示すように、液晶表示装置１０００に対して、対向基板１０２１の



(7) JP 2010-78944 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

図示左側上方からの荷重が開放される。すると、遮光領域１０００Ｍから画素領域１００
０Ｌへ移動していた柱状スペーサ１０４０が、もとの位置に戻る。また、圧縮変形してい
た柱状スペーサ１０４０が、もとの形状に戻ろうとする復元力により、変形中の圧縮形状
からもとの形状へもどる。
【００３０】
　このとき、ＴＦＴアレイ基板１０１１側に形成された擦れ領域Ｓでは、柱状スペーサ１
０４０と配向膜１０３４との間で往復分の摩擦が生じている。よって、擦れ領域Ｓにおけ
る、往復分の摩擦による配向膜１０３４の乱れは、図３（ｃ）で示した一方の移動分によ
る配向膜１０３４の乱れよりも大きくなる。このような荷重が繰り返し加わることで、配
向膜１０３４の乱れが一層大きくなる場合がある。具体的には、擦れ領域Ｓにおいて、ラ
ビングによって形成された所望の液晶分子配向が荒らされた状態であり、液晶層１０５０
を構成する液晶分子の配向は無秩序状態となる。その結果、画素領域１０００Ｌに対応す
る配向膜１０３４の乱れた擦れ領域Ｓから、黒表示となるべき箇所の光漏れ（図示矢印）
が生じ、液晶表示装置１０００の表示不良が発生してしまう場合がある。
【００３１】
　このような問題を解消すべく、本実施形態に係る液晶表示装置１においては、図４に示
すように、遮光領域Ｍにおける平坦化膜１８を窪ませて形成された凹部４１が設けられ、
この凹部４１の内部に柱状スペーサ４０を収容している。
【００３２】
　図４は、図２のＡ－Ａ線に沿う液晶表示装置１の断面図である。液晶表示装置１は、ガ
ラス等の透明基板１１からなるＴＦＴアレイ基板１０（図示下側基板）と、ガラス等の透
明基板２１からなる対向基板２０（図示上側基板）とを有し、これら基板間に液晶層５０
を挟持している。
【００３３】
　遮光領域ＭにおけるＴＦＴアレイ基板１０を構成する透明基板１１上には、ＴＦＴ５が
形成されている。ＴＦＴ５は、透明基板１１上に形成されたゲート電極１２と、ゲート電
極１２を覆うように形成されたゲート絶縁膜１３と、ゲート電極１２上にゲート絶縁膜１
３を介して形成された半導体層１４と、半導体層１４の一方の端部上に形成されたソース
電極１５と、半導体層１４の他方の端部上に形成されたドレイン電極１６と、を有してい
る。
【００３４】
　ＴＦＴ５上には、層間絶縁膜１７が形成されている。層間絶縁膜１７上には、層間絶縁
膜１７の表面の凹凸を平坦にする平坦化膜１８が形成されている。平坦化膜１８は、感光
性アクリル等の絶縁性透明樹脂から構成されている。
【００３５】
　層間絶縁膜１７及び平坦化膜１８を貫通して、ドレイン電極１６の表面に達するコンタ
クトホール１９が設けられている。そして、コンタクトホール１９の内面及び平坦化膜１
８上にＩＴＯ等の導電材料からなる画素電極３１が形成されることにより、画素電極３１
とドレイン電極１６とが電気的に接続されている。
【００３６】
　平坦化膜１８及び画素電極３１の上には、ＦＦＳ絶縁膜３３が形成されている。そして
、画素領域ＬにおけるＦＦＳ絶縁膜３３上には、共通電極３２がフリンジ状のスリット３
２ａを有して形成されている。ＴＦＴアレイ基板１０の最上層で液晶層５０に接する面に
は、配向膜３４が設けられている。
【００３７】
　遮光領域ＭにおけるＴＦＴアレイ基板１０には、平坦化膜１８を窪ませて形成された凹
部４１が設けられている。換言すると、凹部４１は、平坦化膜に少なくとも底部４１ａを
有するように設けられている。柱状スペーサ４０は、配向膜３４の凹部４１の内部に収容
されている。具体的には、柱状スペーサ４０のＴＦＴアレイ基板１０側の柱状スペーサ４
０の先端が、平坦化膜１８の上に積層された配向膜３４の凹部４１の内部に収容されるよ
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うになっている。
【００３８】
　一方、対向基板２０には、透明基板２１の内面側（液晶層５０側）にカラーフィルタを
構成する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかの色材層２３が画素Ｇ（図１参照）毎
に形成されている。各色材層２３の周囲には、画素Ｇ周辺の光漏れを防止するために、ブ
ラックマトリクス２２が形成されている。なお、このブラックマトリクス２２により覆わ
れた領域が遮光領域Ｍを構成している。また、色材層２３を保護するとともに色材層２３
による段差を平坦化するためのオーバーコート層（図示略）が形成され、オーバーコート
層上にＴＦＴアレイ基板１０側と同様の配向膜３５が形成されラビング処理が施されてい
る。
【００３９】
　なお、柱状スペーサ４０は、一対の基板１０,２０が貼り合わされ固定される前に、対
向基板２０の液晶層５０の側に形成され、次いで、ＴＦＴアレイ基板１０の液晶層５０の
側に設けられた凹部４１に嵌め合わされる。
【００４０】
　このように、同一基板である透明基板１１上に、ＦＦＳ絶縁膜３３を介して下部電極で
ある画素電極３１と上部電極である共通電極３２を形成し、上部電極である共通電極３２
にスリット３２ａを形成して、下部電極である画素電極３１との間に電圧を印加し、基板
面に対し主に平行な横電界を発生させて配向膜３４を介して液晶分子を駆動することがで
きる。
【００４１】
　本実施形態の液晶表示装置１によれば、柱状スペーサ４０は、平坦化膜１８に少なくと
も底部４１ａを設けられた凹部４１の内部に収容されるので、荷重が加わっても画素領域
Ｌ側に侵入することがない。一般に、ＦＦＳ方式の液晶表示装置１において、第１電極３
１及び第２電極３２は、平らな平坦化膜１８の上に形成される。この理由としては、第１
電極３１及び第２電極３２が、ＴＦＴアレイ基板１０におけるＴＦＴ５等の凹凸を反映し
た層間絶縁膜１７の上に形成されると、歪んで形成されてしまうことが挙げられる。その
結果、第１電極３１と第２電極３２との間に生じる電界に乱れが生じ、液晶分子の配向乱
れが引き起こされ、表示不良が発生する問題がある。したがって、ＦＦＳ方式のＴＦＴア
レイ基板１０におけるＴＦＴ５の上には、十分な厚さの平坦化膜１８が形成されているの
で、この厚い平坦化膜１８に十分な深さの凹部４１を形成することができる。すなわち、
柱状スペーサ４０は、平坦化膜１８を窪ませて設けられた凹部４１に深く埋め込まれ、柱
状スペーサ４０の先端の凹部４１に対する嵌め合い代は十分に確保されるため、しっかり
と収容されて配置される。例えば、平坦化膜１８の上にいくつかの膜が積層され、平坦化
膜１８に設けられた凹部４１の内面に沿って多層の膜が積層された場合でも、凹部４１の
底部４１ａは平坦化膜１８に十分な深さで形成されるので、柱状スペーサ４０の先端の嵌
め合い代は十分に確保される。したがって、ＦＦＳ方式において荷重が加わった場合の柱
状スペーサ４０の画素領域Ｌ側への侵入を防ぎ、表示性能に優れ、高開口率の液晶表示装
置１が提供できる。
【００４２】
　なお、本実施形態では、柱状スペーサ４０が設けられる凹部４１において、平坦化膜１
８の上には配向膜３４のみの一つの膜が積層されているが、これに限らず、複数の膜が積
層されていてもよい。すなわち、柱状スペーサ４０を十分に収容できる凹部４１の深さが
備えられていればよい。また、逆に平坦化膜１８の上に何も積層されておらず、平坦化膜
１８がむき出しになっていてもよい。
【００４３】
（柱状スペーサと凹部の変形例１）
　次に、柱状スペーサ４０の形状と凹部４１の形状との関係を詳細に説明する。図５は、
本実施形態に係る液晶表示装置１の柱状スペーサ４０の第１変形例を示した概略平面図で
ある。本図は、図２に対応した、液晶表示装置１のデータ線１５ａ、走査線１２ａ及びＴ
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ＦＴ５の周辺、及び柱状スペーサ４０の配置の位置関係を示す図となっている。図２と同
様の要素には同一の記号を付し、詳細な説明を省略する。なお、図５中では、画素電極３
１と、共通電極３２の図示を省略している。
【００４４】
　データ線１５ａ、走査線１２ａ及びＴＦＴ５を覆うように、ブラックマトリクス２２が
形成されている。このブラックマトリクス２２の形成された領域が、遮光領域Ｍとなって
いる。本変形例では、遮光領域Ｍにおいて、図示上下方向に延在するデータ線１５ａと平
面視で重なり合う領域に、柱状スペーサ４０及び凹部４１が形成されている。
【００４５】
　凹部４１は、データ線１５ａの延在方向に長手を有する長円状に形成されている。この
凹部４１の形成領域に、平面視円形状の柱状スペーサ４０が略中央に位置して収容されて
いる。
【００４６】
　凹部４１のデータ線１５ａの幅方向（図示横方向）の長さ４１Ｘは、柱状スペーサ４０
の径４０Ｄと略同じに、または、柱状スペーサ４０の径４０Ｄよりも小さくなっている。
また、凹部４１のデータ線１５ａに延在する方向（図示縦方向）の長さ４１Ｙは、柱状ス
ペーサ４０の径４０Ｄよりも、十分に大きくなっている。すなわち、柱状スペーサ４０の
凹部４１に対するデータ線１５ａの延在する方向のクリアランスは、柱状スペーサ４０の
凹部４１に対するデータ線１５ａの幅方向のクリアランスに比べて、柱状スペーサ４０が
十分に移動可能に大きくなっている。
【００４７】
　本変形例によれば、柱状スペーサ４０が、データ線１５ａもしくは走査線１２ａによっ
て遮光される遮光領域Ｍと平面的に重なるので、遮光の効果を格段に高めることが可能と
なる。
【００４８】
　また、本変形例によれば、柱状スペーサ４０は荷重がかけられても画素領域Ｌに侵入す
ることがない。凹部４１の大きさは、柱状スペーサ４０の先端をしっかりと固定して収容
可能な大きさに限らず、柱状スペーサ４０の先端が移動可能な大きさに形成されていても
よい。すなわち、柱状スペーサ４０は荷重が加わったことにより凹部４１の内部で移動す
る場合、平坦化膜１８のデータ線１５ａもしくは走査線１２ａに沿って設けられた凹部４
１の延在する方向に優先的に移動するので、画素領域Ｌに向かって移動することがない。
したがって、配向膜３４の表面に傷が付き、液晶分子の配向乱れが引き起こされ、黒表示
となるべき箇所の光漏れが生じることによる表示不良を防止することが可能となる。
【００４９】
　なお、本変形例では、柱状スペーサ４０及び凹部４１は、遮光領域Ｍにおけるデータ線
１５ａと平面視で重なり合う領域に設けられているが、これに限らず、遮光領域Ｍにおい
て、データ線１５ａと直交する方向に延在する走査線１２ａと平面視で重なり合う領域に
設けられていてもよい。すなわち、遮光領域Ｍにおいて、データ線１５ａもしくは走査線
１２ａと重なり合う領域に設けられていればよい。
【００５０】
（柱状スペーサと凹部の変形例２）
　図６は、本発明に係る液晶表示装置１の柱状スペーサ４０の第２変形例を示した概略平
面図である。本図は、図５に対応した、液晶表示装置１のデータ線１５ａ、走査線１２ａ
及びＴＦＴ５の周辺、及び柱状スペーサ４０の配置の位置関係を示す図となっている。図
５と同様の要素には同一の記号を付し、詳細な説明を省略する。
【００５１】
　本変形例では、遮光領域Ｍにおいて、ＴＦＴ５と平面視で重なり合う領域に、柱状スペ
ーサ４０及び凹部４１が形成されている。凹部４１は、平面視円形状に形成されている。
柱状スペーサ４０は平面視円形状に形成され、凹部４１の形成領域の略中央に位置して収
容されている。
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【００５２】
　凹部４１の径４１Ｄは、柱状スペーサ４０の径４０Ｄよりも十分に大きくなっている。
すなわち、柱状スペーサ４０は、データ線１５ａもしくは走査線１２ａと重なり合う領域
よりも、面積の大きい凹部４１を形成できるＴＦＴ５と重なる領域の中で、十分に移動可
能となっている。
【００５３】
　本変形例によれば、柱状スペーサ４０は、データ線１５ａもしくは走査線１２ａと重な
る領域よりも面積の大きいＴＦＴ５と重なる領域に配置されるので、凹部４１の内部に柱
状スペーサ４０をはめ込むときの精度は粗くても良い。また、凹部４１の内部に柱状スペ
ーサ４０がはめ込まれなかった場合に、具体的には設計上のセルギャップよりも大きく仕
上がることにより発生するコントラスト低下等の表示品位の低下を確実に防ぐことが可能
となる。
【００５４】
（第２実施形態）
　図７は、本発明に係る液晶表示装置の他の表示形態を有する第２実施形態の液晶表示装
置１Ａの画素領域Ｌを示した平面図である。本実施形態の液晶表示装置１Ａは、第１実施
形態の液晶表示装置１と異なり、一つの画素領域Ｌ内において透過表示と反射表示とをな
す半透過反射型の液晶表示装置１Ａである。本図は、図２に対応した、液晶表示装置１Ａ
の画素領域Ｌを示す図となっている。図２と同様の要素には同一の記号を付し、詳細な説
明を省略する。
【００５５】
　本実施形態の液晶表示装置１Ａにおいて、画素領域ＬのＴＦＴ５側（図示上側）は透過
表示領域Ｔとなっている。また、画素領域ＬのＴＦＴ５側と反対側（図示下側）は反射表
示領域Ｒとなっている。透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの境界部は、複数の帯状の電極
部３２ｂのうちの一つと重なるように位置している。
【００５６】
　図８は、図７のＢ－Ｂ線に沿う液晶表示装置１Ａの断面図である。本図は、図４に対応
した、液晶表示装置１Ａの断面構成を示す図となっている。図４と同様の要素には同一の
記号を付し、詳細な説明を省略する。
【００５７】
　反射表示領域ＲにおけるＴＦＴアレイ基板１０を構成する平坦化膜１８の表面には、光
散乱用の凹凸４２が形成されている。この光散乱用の凹凸４２を覆って、例えばアルミニ
ウム等の光反射性の高い金属膜や、屈折率の異なる誘電体膜を積層した誘電体積層膜から
構成される反射膜３６が形成されている。このような構成によって、反射膜３６での反射
光を散乱させることができ、反射表示の視認性を向上させることができる。
【００５８】
　反射膜３６上には、画素電極３１が形成されている。画素電極３１は、反射表示領域Ｒ
と透過表示領域Ｔとの間（境界部）で一体に成形されている。また、反射表示領域Ｒにお
ける画素電極３１は、反射膜３６の凹凸に沿うように、凹凸に形成されている。また、反
射表示領域Ｒにおける画素電極３１上に形成されるＦＦＳ絶縁膜３３及び、このＦＦＳ絶
縁膜３３上に形成される共通電極３２についても、画素電極３１と同様に凹凸に形成され
ている。
【００５９】
　一方、反射表示領域Ｒにおける対向基板２０は、透明基板２１の内面側（液晶層５０側
）に、マルチギャップ構造を形成するための液晶層厚調整層３７が設けられている。この
液晶層厚調整層３７は、反射表示領域Ｒにおける液晶層５０の層厚が、透過表示領域Ｔに
おける液晶層５０の層厚の半分程度になるように設定されている。これにより、反射表示
領域Ｒ及び透過表示領域Ｔにおける液晶層５０の位相差が略同一に設定されている。この
ように、液晶層厚調整層３７によりマルチギャップ構造が実現されて、反射表示領域Ｒ及
び透過表示領域Ｔにおいて均一な画像表示を得ることができるようになっている。
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【００６０】
　また、反射表示領域Ｒに隣り合うＴＦＴ５の形成位置に対応する領域は、遮光領域Ｍと
なっている。この遮光領域ＭにおけるＴＦＴアレイ基板１０を構成する平坦化膜１８には
、反射表示領域Ｒと同様に光散乱用の凹凸４２が形成されている。この光散乱用の凹凸４
２を覆って反射膜３６が凹凸に形成されている。
【００６１】
　また、遮光領域Ｍにおける平坦化膜１８上に形成された反射膜３６の凹部４１には、柱
状スペーサ４０が設けられている。すなわち、平坦化膜１８の光散乱用の凹凸４２の中の
一つの凹部が柱状スペーサ４０を収容するための凹部４１となっている。これにより、平
坦化膜１８における、反射膜３６に凹凸を付与するための光散乱用の凹凸４２の形成工程
と、柱状スペーサ４０を収容するための凹部４１の形成工程と、を同一工程で形成するこ
とができる。
【００６２】
　そして、柱状スペーサ４０のＴＦＴアレイ基板１０側の柱状スペーサ４０の先端が、平
坦化膜１８の上に積層された反射膜３６、ＦＦＳ絶縁膜３３及び配向膜３４の凹部４１の
内部に収容されるようになっている。
【００６３】
　本実施形態の液晶表示装置１Ａによれば、柱状スペーサ４０は、反射膜３６に凹凸を付
与するために平坦化膜１８に形成された光散乱用の凹凸４２と同一工程で、柱状スペーサ
４０を収容する凹部４１を形成できる。すなわち、柱状スペーサ４０の収容のための凹部
４１を形成するための工程を増やす必要がなく、凹部４１は光散乱用の凹凸４２と同一工
程で形成されるので、特に製造工程を増やすことなく効率良く形成できる。したがって、
反射型又は半透過反射型の液晶表示装置１Ａにおいて、表示品質及び生産性に優れた液晶
表示装置１Ａが提供できる。
【００６４】
　なお、本実施形態では、柱状スペーサ４０が設けられる凹部４１において、平坦化膜１
８の上には反射膜３６が積層されているが、これに限らず、反射膜３６が積層されていな
くてもよい。すなわち、柱状スペーサ４０の収容のための凹部４１を形成するための工程
を増やすことなく、凹部４１は光散乱用の凹凸４２と同一工程で形成されていればよい。
【００６５】
　なお、本実施形態では、柱状スペーサ４０は凹部４１にのみ設けられているが、これに
限らず、凹部４１に加えて光散乱用の凹凸４２のうちの凹部に設けられていてもよい。す
なわち、柱状スペーサ４０は少なくとも凹部４１に設けられていればよい。
【００６６】
　なお、本実施形態の液晶表示装置１Ａにおいても、上述した柱状スペーサ４０と凹部４
１の変形例１及び変形例２を適用することができる。
【００６７】
（電子機器）
　次に、本実施形態に係る液晶表示装置１を備えた電子機器について説明する。なお、本
実施形態では電子機器として携帯電話端末を例示して説明する。
【００６８】
　図９は、本実施形態に係る携帯電話端末５００の外観図である。この図９に示すように
、本実施形態に係る携帯電話端末５００は、折り畳み可能に連結された第１筐体５０１と
第２筐体５０２とから構成されており、第１筐体５０１には表示装置として上記の液晶表
示装置１及び音声出力用のスピーカ５０３が設けられており、第２筐体５０２にはテンキ
ーやファンクションキー、電源キー等の各種キーから成る操作キー５０４と、音声入力用
のマイク５０５が設けられている。
【００６９】
　このように表示装置として液晶表示装置１を備える携帯電話端末５００によると、荷重
をかけた場合に柱状スペーサが画素領域側に侵入することを防ぎ、表示性能に優れ、高開
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【００７０】
　なお、本実施形態に係る電子機器として携帯電話端末５００を例示したが、本発明はこ
れに限定されず、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）
やノートパソコン、腕時計等の携帯端末、その他の表示機能を有する各種の電子機器にも
適用することができる。例えば、表示機能付きファックス装置、デジタルカメラのファイ
ンダ、携帯型ＴＶ、電子手帳、電光掲示盤、宣伝公告用ディスプレイなども含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の液晶表示装置の概略構成を示した平面図である。
【図２】第１実施形態の液晶表示装置の画素領域を拡大して示した部分平面図である。
【図３】液晶表示装置の表示不良の発生のメカニズムを示した模式断面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線に沿う液晶表示装置の断面図である。
【図５】柱状スペーサと凹部の変形例１を示す平面図である。
【図６】柱状スペーサの凹部の変形例２を示す平面図である。
【図７】第２実施形態の液晶表示装置の画素領域を拡大して示した部分平面図である。
【図８】図７のＢ－Ｂ線に沿う液晶表示装置の断面図である。
【図９】電子機器の一例である携帯電話端末の概略構成を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７２】
１,１Ａ…液晶表示装置、５…ＴＦＴ（スイッチング素子）、１０…ＴＦＴアレイ基板（
一方の基板）、１２ａ…走査線、１５ａ…データ線、１８…平坦化膜、２０…対向基板（
他方の基板）、３１…画素電極（第１電極）、３２…共通電極（第２電極）、３６…反射
膜、４０…柱状スペーサ、４１…凹部、４２…光散乱用の凹凸、５０…液晶層、５００…
携帯電話端末（電子機器）、Ｇ…画素、Ｌ…画素領域、Ｍ…遮光領域、Ｒ…反射表示領域
【図１】 【図２】
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